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１．概要（Summary） 

平成 28 年 4 月、総合科学技術・イノベーション会議に

おいて「エネルギー・環境イノベーション戦略」が取りまと

められ、2050 年頃という長期的視点に立って、世界全体

で温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現するイノベー

ション創出を目的として、政府として特に重点的に開発す

べき技術分野が特定されている。世界全体で抜本的な温

室効果ガス排出削減のイノベーションを進めることは不可

欠であり、新たな技術シーズを探索・創出することが必要

とされている。高効率パワーデバイスの低価格化を実現さ

せることにより、自動車や家電など幅広い製品への展開を

図り、2050年に温室効果ガス排出削減を目指す。 

低価格パワーデバイス材料として、酸化アルミニウムが

高いポテンシャルを有する。溶液成長で作製可能なサフ

ァイヤ（酸化アルミニウム）基板は、SiC や GaN 基板と比

べて、一桁程度安く市販されている。しかし、酸化アルミニ

ウムは、大きいバンドギャップエネルギー（8.8 eV）のため、

これまで電子デバイス用材料として用いられたことがなく、

デバイスプロセスおよび電気的物性は未解明な点が多い。

本研究では、酸化アルミニウムのエッチング技術の確立を

図った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE) 

【実験方法】 

本研究では、C面サファイヤ基板を用いた。70-nm 

Niをハードマスクとして用い、塩素系 RIE によりサ

ファイヤ基板をエッチングした。エッチング条件は、

ICP 出力 150-400 W、エッチングガス(Cl2+BCl3: 20 

sccm)、エッチング時間 10分間とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Cl2/BCl3ガス供給比とエッチング速度の関係を Fig.  

1(a)に示す。Ga2O3同様、BCl3ガス比を大きくするこ

とでエッチング速度が大きくなることが分かった。  

ICP出力とエッチング速度の関係をFig. 1(b)に示す。

Ga2O3同様、ICP出力を大きくすることで、エッチン

グ速度が大きくなることが分かった。最大 60 nm/min

のエッチング速度が得られ、Niマスクとの選択比を考

慮しても、デバイス作製に必要なエッチング速度が十

分に得られることが分かった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・NEDO 先導研究プログラム 未踏チャレンジ 2050「酸

化アルミニウムを用いた低価格パワーデバイスの開発」 

・他の機関の利用:筑波大学 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


